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１．概要（Summary） 

ＳｉＣコーティングは、半導体デバイスの製造装置にお

ける重要な部材であり、高純度のＳｉＣコーティングを大型

のＳｉＣ基材などに施すための安価なプロセスが望まれて

いる。今回、一酸化ケイ素ＳｉＯを出発物質として金属シリ

コンの上にＳｉＣコーティングを施すプロセスを検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ＳＥＭ－ＥＤＸ（走査型電子顕微鏡／エネルギー分散型

X線分光分析装置）、ダイシングソー 

【実験方法】 

 アルミナ坩堝の中にＳｉＯ粉末を入れ、そのＳｉＯ粉末の

上にアルミナ基材を配置し、その上にポリシリコン板又は

単結晶シリコン板を配置する。この状態で、アルミナ坩堝

内にトルエン蒸気を供給しながら、１４００ ℃付近の温度

に加熱・焼成し、シリコン板をＳｉＯガスと炭素化合物分解

ガスに暴露して、シリコン板の表面をＳｉＣに変化させる。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 焼成後のポリシリコン板の断面を Fig. 1に示す。 

  

  

Fig. 1  SEM-images of polished fracture surfaces of (b) 

polysilicon plate calcined with SiO at 1400C for 3 h and (c) 

polysilicon plate calcined without SiO at 1400C for 3 h. 

 

Fig. 1 の(a)と(b)の比較より、ＳｉＯの存在がポリシリコン表

層にＳｉＣ層の生成を促進することが分かる。 

Fig. 2 に示すように、ポリシリコンに代えてシリコン単結

晶を用いた場合でも、ＳｉＯの存在がシリコン単結晶の表

層にＳｉＣ層の生成を促進することが確認された。 

     

     

Fig. 2  SEM-images of polished fracture surfaces of (c) 

single-crystal silicon plate calcined with SiO at 1400C for 3 

h and (d) single-crystal silicon plate calcined without SiO at 

1400C for 3 h. 
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